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Litografie a leptani

Druhy litografie:
A Fotolitografie
A Elektronova litografie
A Rentgenové litografie
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Mokré Plazmatické Reaktivni
chemické leptani iontové leptani
leptani

A Subtraktivni leptaci proces
A Aditivni leptaci proces
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Ox i dal nplynopyeystém Lokalni oxidace maskovana Nitridem
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Fotografie magnetu
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